
修士論文 アブス トラク ト

3. InPのホ ットキャリア分布関数に関する研究

平 田 善 彦

InP についてホットキャリアの分布関数などの特性をモンテカルロ･シミュレーションを

用いて調べた｡

格子温度は, 77K,300Kについて行ない, ionized impurity密度 nもn-Ocm-3 と,

n-1×1016cm~3 で計算 した｡

分布関数などの特性に対するpolaropticalphonon散乱などの散乱確率の不連続性による影

響などを調べた｡

また, InPの分布関数の静水圧依存性を調べた｡

高電界における電子遷移機構について,格子温度 300KではIl-Lvalley, 2レベルモデ

ルが支配的で,格子温度 77KではI'-Xvalley3レベルモデルで考える必要があることがわ

かった｡

また,静水圧Pが0-50kbarの範囲で電界 E-0-10kV/cm では, サブバンドギャッ

プの変化の影響が,分布関数については,大きくなっていることがわかった｡

｡ 東京電機大学工学部物理学教室

表示素子材料 としてのビオロゲンに関する研究

砂 坂 義 則

本研究では,図 1に示す ビオロゲン等を合成 し,主として電極における着色消色過程につい

て次の事項について調べた｡そして,有機系エレク トロ･クロミック材料としての実用性,問

題等について考察 した｡

(1) 着色膜形成の応答時間｡

(2) 着色消色過程における電極表面上の電流密度変化｡
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